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4.2.2 PN结单向导电性 4.2.3PN结击穿特性
若反向电压增⼤到⼀定值UBR IR急剧 PN击穿
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4.5晶体⼆极管 ⼆极管的电阻
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4.4双极型晶体管集电极c colector
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4.4.3简化模型
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4.3.6稳压⼆极管 4.5场效应管
限流电阻 4.5.1结型场效应管
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4.6三极管与场效应管低频⼩信号简化模型 4.6.2场效应管的交流⼩信号模型
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